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Materialy i przyrzady pélprzewodnikowe

Oblicz prawdopodobiernistwo, ze jakikolwiek stan z pasma przewodnictwa jest
obsadzony w stanie rownowagi termodynamicznej, w temperaturze 7' = 300 K
dla krzemu. Zaléz, ze poziom energii Fermiego znajduje si¢ 0.25 eV ponizej dna
pasma przewodnictwa. Oblicz koncetracje elektronéw w pasmie przewodnictwa.
DlaSi N, = 2.8 x 10! cm—3.

Oblicz energi¢ poziomu Fermiego w stosunku do $rodka przerwy energetycznej
dla Siw T = 300 K, jesli masy efektywne m;, = 1.08mg oraz m;, = 0.56my.

Oblicz koncentracje elektronéw i dziur w Si typu p, zaktadajac poziom domiesz-
kowania akceptorowego N, = 106 cm™3 oraz Ny = 3 x 10'® cm~3. Prosze
przyja¢ n; = 1.5 x 10 cm~3 oraz zatozy¢ catkowita jonizacje domieszek.

Formuta Tsu-Esakiego na prad przez zlacze tunelowe (planarne), w tym diode
rezonansowo-tunelowa (RTD) ma postaé
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Proszg¢ przeprowadzié szczeg6étowe wyprowadzenie tej formuly w sposéb zapre-
zentowany schematycznie na wyktadzie. W przypadku diody RTD i jej najniz-
szych stanéw kwazi-zwigzanych mozemy zatozy¢, ze T'(E,) = 6(E; — Eqw),
jak wyglada wéwczas charakterystyka pradowo napigciowa, jezeli Vs — 0.

Rozwazmy nanodrut pétprzewodnikowy 2D umieszczony w zewngtrznym po-
lu magnetycznym B prostopadtym do nanodrutu. Prosze dla takiego przypadku
rozwigzaé réwnanie Schrodingera zaktadajac cechowanie niesymetryczne pola
magnetycznego tzn. A = (—yB,0,0) oraz warunki brzegowe w postaci nie-
skoriczonej studni potencjatu w kierunku y prostopadtym do osi nanodrutu.



